
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板上にスイッチング素子と、該スイッチング素子用の保持容量部とを電気的に分
離してそれぞれ複数設け、且つ、複数の前記スイッチング素子及び複数の前記保持容量部
の上方に積層した複数の機能膜のうちで最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極
を電気的に分離して複数設けて、一つの前記スイッチング素子に接続した一つの前記保持
容量部及び一つの前記反射用画素電極を組にして一つの画素を形成し、この画素を前記半
導体基板上で行方向と列方向とにマトリックス状に複数配置すると共に、複数の前記反射
用画素電極に対向して透明な対向電極を透明基板の下面に成膜して、複数の前記反射用画
素電極と前記対向電極との間に液晶を封入して構成した反射型液晶表示装置において、
前記反射型液晶表示装置の使用形態に応じてスキャン方向を変更され、且つ、各行に沿っ
て配置した各スイッチング素子のゲート電極に接続するように行ごとに配線されて、ゲー
トパルスをスキャン方向の行順に供給するゲート線と、
各列に沿って配置した各スイッチング素子のドレイン電極（又はソース電極）に接続する
ように金属膜を用いて列ごとに配線されて、ビデオ信号を列順に供給する信号線と、
同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した２つの画素間を跨いで配線された接続線
とを少なくとも備え、
前記接続線は、一端が一方の画素内に形成した前記保持容量部の容量電極用コンタクト及
び前記反射用画素電極に接続されると共に、他端が前記機能膜中の絶縁膜を介して一方の
画素用の前記ゲート線と交差して、他方の画素内に形成した前記スイッチング素子のソー
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ス電極（又はドレイン電極）に接続されていることを特徴とする反射型液晶表示装置。
【請求項２】
請求項１記載の反射型液晶表示装置において、
前記接続線は、前記ゲート線と交差させた部位の線幅を前記一方の画素内に延出させた線
幅及び前記他方の画素内に延出させた線幅よりも幅狭くくびれさせたことを特徴とする反
射型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、反射型液晶表示装置のレイアウト構造に係り、とくに、反射型液晶表示装置の
使用形態（例えば、天吊り型，据え置き型）に応じてゲート線のスキャン方向を変更でき
るように構成した場合に、同一列上に一方の画素Ａと、他方の画素Ｂとを隣り合わせて配
置した際、ゲート線のスキャン方向に伴って生じる画素Ａのフィールドスルー特性の影響
を軽減できるように構成した反射型液晶表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近、屋外公衆用や管制業務用のディスプレイとか、ハイビジョン放送規格やコンピュー
タ・グラフィクスのＳＶＧＡ規格に代表される高精細映像の表示用ディスプレイ等のよう
に、映像を大画面に表示するための投射型液晶表示装置が盛んに利用されている。
【０００３】
この種の投射型液晶表示装置には、大別すると透過方式を用いた透過型液晶表示装置と、
反射方式を用いた反射型液晶表示装置とがあるが、前者の透過型液晶表示装置の場合には
、各画素に設けられたＴＦＴ（ Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ）の領域が光を
透過させる画素の透過領域とならないために開口率が小さくなるという欠点を有している
ことから、後者の反射型液晶表示装置が注目されている。
【０００４】
一般的に、上記した反射型液晶表示装置では、半導体基板（Ｓｉ基板）上にスイッチング
素子と、該スイッチング素子用の保持容量部とを電気的に分離してそれぞれ複数設け、且
つ、複数のスイッチング素子及び複数の保持容量部の上方に積層した複数の機能膜のうち
で最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極を電気的に分離して複数設けて、一つ
のスイッチング素子に接続した一つの保持容量部及び一つの反射用画素電極を組にして一
つの画素を形成し、この画素を半導体基板上で行方向と列方向とにマトリックス状に複数
配置すると共に、複数の反射用画素電極に対向して全画素共通となる透明な対向電極を透
明基板の下面に成膜して、複数の反射用画素電極と対向電極との間に液晶を封入して構成
することで、透明基板側からカラー画像用の読み出し光を対向電極を介して液晶内に入射
させて、スイッチング素子により対向電極と各反射用画素電極の間の電位差をビデオ信号
に対応させて各反射用画素電極ごとに変化させ、液晶の配向を制御することでカラー画像
用の読出し光を変調して、各反射用画素電極で反射させたカラー画像用の読出し光を透明
基板から出射させるものである。
【０００５】
図１は従来例１の反射型液晶表示装置において、一つの画素を模式的に拡大して示し、且
つ、図５に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図、
図２は従来例１の反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリックス駆動回路を説明す
るため図であり、（ａ）はアクティブマトリックス駆動回路のブロック図、（ｂ）は（ａ
）中のＴＲ部を拡大して示した回路図である。
【０００６】
図１に示した従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａは一般的な反射型プロジェクタに適用
できるように構成されているものであり、画像を表示するための複数の画素のうちで一つ
の画素を拡大して説明すると、基台となる半導体基板１１は、単結晶シリコンのようなｐ
型Ｓｉ基板（又はｎ型Ｓｉ基板でも良い）を用いており、この半導体基板（以下、ｐ型Ｓ
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ｉ基板と記す）１１内の図示左側に、一つのｐ－ ウエル領域１２が左右のフィールド酸化
膜１３Ａ，１３Ｂによって画素単位で電気的に分離された状態で設けられている。そして
、一つのｐ－ ウエル領域１２内に一つのスイッチング素子１４が設けられており、このス
イッチング素子１４はＭＯＳＦＥＴ（ Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transis
tor ）として構成されている。
【０００７】
また、一つのスイッチング素子（以下、ＭＯＳＦＥＴと記す）１４は、ｐ－ ウエル領域１
２上の略中央に位置するゲート酸化膜１５上にポリシリコンからなるゲート電極１６が成
膜されることで、ゲートＧが形成されている。
【０００８】
また、ＭＯＳＦＥＴ１４のゲートＧの図示左側にはドレイン領域１７が形成され、且つ、
このドレイン領域１７上に第１ビアホールＶｉａ１内のアルミ配線によりドレイン電極１
８が成膜されることで、ドレインＤが形成されている。
【０００９】
また、ＭＯＳＦＥＴ１４のゲートＧの図示右側にはソース領域１９が形成され、且つ、こ
のソース領域１９上に第１ビアホールＶｉａ１内のアルミ配線によりソース電極２０が成
膜されることで、ソースＳが形成されている。
【００１０】
また、ｐ型Ｓｉ基板１１上でｐ－ ウエル領域１２より図示右方に、イオン注入した拡散容
量電極２１が形成されており、この拡散容量電極２１も左右のフィールド酸化膜１３Ｂ，
１３Ｃによって画素単位で電気的に分離された状態で設けられており、この従来例１では
フィールド酸化膜１３Ａからフィールド酸化膜１３Ｃまでの範囲が一つの画素と対応して
いる。
【００１１】
また、拡散容量電極２１上には絶縁膜２２と容量電極２３とが順に成膜され、且つ、容量
電極２３上に第１ビアホールＶｉａ１内のアルミ配線により容量電極用コンタクト２４が
成膜されることで、一つのＭＯＳＦＥＴ１４に対応した保持容量部Ｃが形成されている。
【００１２】
また、フィールド酸化膜１３Ａ～１３Ｃ，ゲート電極１６，容量電極２３の上方には、第
１層間絶縁膜２５と、第１メタル膜２６と、第２層間絶縁膜２７と、第２メタル膜２８と
、第３層間絶縁膜２９と、第３メタル膜３０とによる複数の機能膜が上記した順で積層し
て成膜されている。
【００１３】
この際、第１，第２，第３層間絶縁膜２５，２７，２９は、絶縁性があるＳｉＯ２ （酸化
ケイ素）などを用いて成膜されている。
【００１４】
また、第１，第２，第３メタル膜２６，２８，３０は、導電性がある金属膜としてアルミ
配線などにより一つのＭＯＳＦＥＴ１４と対応して一つの画素ごとに所定のパターン形状
にそれぞれ区画されており、同じ画素内では第１，第２，第３メタル膜２６，２８，３０
同士が電気的に接続されているものの、隣り合う画素に対しては第１，第２，第３メタル
膜２６，２８，３０中に細い幅で略角状に周回した開口部２６ａ（図４に図示），２８ａ
，３０ａがそれぞれ形成されることで画素ごとに第１，第２，第３メタル膜２６，２８，
３０が電気的にそれぞれ分離されている。
【００１５】
そして、一つの画素内で、最下段の第１メタル膜２６は一つの画素のＭＯＳＦＥＴ１４と
、このＭＯＳＦＥＴ用の保持容量部Ｃとにそれぞれ接続されている。また、一つの画素内
において、中段の第２メタル膜２８は、上方に配置した後述の透明基板３３側から入射さ
せた読み出し光Ｌの一部を下方に設けたｐ型Ｓｉ基板１１上のＭＯＳＦＥＴ１４側に対し
て遮光するための金属遮光膜として設けられているものである。即ち、第２メタル膜（金
属遮光膜）２８は、上段の隣り合う第３メタル膜３０間に形成された開口部３０ａから侵
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入する読み出し光Ｌの一部を遮光するように開口部３０ａを覆って成膜されていると共に
、第２層間絶縁膜２７をエッチングした第２ビアホールＶｉａ２内にアルミ配線を成膜す
ることにより最下段の第１メタル膜２６に接続されている。
【００１６】
また、一つの画素内において、上段の第３メタル膜３０は、一つの画素に対応して隣り合
う第３メタル膜３０間に形成した開口部３０ａによって正方形状に区切られて一つの反射
用画素電極として設けられており、且つ、第３層間絶縁膜２９をエッチングした第３ビア
ホールＶｉａ３内にアルミ配線を成膜することにより中段の第２メタル膜２８に接続され
ている。
【００１７】
また、第３メタル膜（以下、反射用画素電極と記す）３０の上方には液晶３１が封入され
ており、この液晶３１を介して透明な対向電極３２が透明基板（ガラス基板）３３の下面
に複数の反射用画素電極３０に対向し、且つ、各反射用画素電極３０に対する共通電極と
して画素ごとに区画されずにＩＴＯ（ Indium Tin Oxide) などを用いて成膜されている。
【００１８】
次に、従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａにおいて、ｐ型Ｓｉ基板１１上に複数の画素
を行方向と列方向とにマトリックス状に配置した時のアクティブマトリックス駆動回路に
ついて図２（ａ），（ｂ）を用いて説明する。
【００１９】
図２（ａ），（ｂ）に示した如く、従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａにおけるアクテ
ィブマトリックス駆動回路５０では、一つのＭＯＳＦＥＴ１４に接続した一つの保持容量
部Ｃ及び一つの反射用画素電極３０を組にして一つの画素が形成され、この画素の組がｐ
型Ｓｉ基板１１上に行方向と列方向とにマトリックス状に複数配置されている。
【００２０】
そして、複数の画素のうちで一つの画素を特定するために、水平シフトレジスタ回路５１
と垂直シフトレジスタ回路５５とが列方向と行方向とに直交してそれぞれ設けられている
。
【００２１】
まず、水平シフトレジスタ回路５１側では、ビデオスイッチ５２を介して信号線５３が列
方向（垂直方向）に向かって列ごとに配線されているものの、ここでは図示の都合上、信
号線５３は１本のみを水平シフトレジスタ回路５１側に結線した状態で示す。この信号線
５３はビデオ信号を列順に供給するものである。この際、水平シフトレジスタ回路５１と
ビデオスイッチ５２との間に設けた信号線５３にはビデオ線５４が結線されている。また
、一つの信号線５３は、第１メタル膜２６（図１）のアルミ配線により一つの列に沿って
配置した複数のＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極１８にそれぞれ接続されている。
【００２２】
次に、垂直シフトレジスタ回路５５側では、ゲート線５６が行方向（水平方向）に向かっ
て行ごとに配線されているものの、ここでは図示の都合上、ゲート線５６は１本のみを垂
直シフトレジスタ回路５５側に結線した状態で示す。このゲート線５６はゲートパルスを
後述のスキャン方向の行順に供給するものである。この際、一つのゲート線５６は、ポリ
シリコンにより一つの行に沿って配置した複数のＭＯＳＦＥＴ１４のゲート電極１６にそ
れぞれ接続されている。
【００２３】
また、各ＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０は、第１メタル膜２６（図１）のアルミ配線
により容量電極用コンタクト２４を介して保持容量部Ｃの容量電極２３に接続されている
と共に、第１，第２メタル膜２６，２８（図１）のアルミ配線を介して一つの反射用画素
電極３０にも接続されている。
【００２４】
この際、アクティブマトリックス駆動回路５０は、周知のフレーム反転駆動法を適用して
おり、ビデオ信号はフレーム周期ごとに正極性及び負極性に反転し、即ち、例えば、ビデ
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オ信号の第ｎフレーム期間が正書き込み、第（ｎ＋１）フレーム期間が負書き込みとなる
。従って、信号線５３からビデオ信号を入力する場合には、信号線５３をＭＯＳＦＥＴ１
４のドレイン電極１８か、又は、ＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０のいずれか一方に接
続すれば良いが、ここでは上述したように信号線５３をＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極
１８に接続している。尚、信号線５３をソース電極２０に接続した場合には、ＭＯＳＦＥ
Ｔ１４のドレイン電極１８に一つの保持容量部Ｃ及び一つの反射用画素電極３０が接続さ
れるものである。
【００２５】
また、上記した従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａにおいて、固定電位としてＭＯＳＦ
ＥＴ１４に供給するウエル電位と、保持容量部Ｃに供給するＣＯＭ（コモン）電位とが必
要である。
【００２６】
即ち、ＭＯＳＦＥＴ１４に供給するウエル電位は、ゲート線５６と、一つのｐ－ ウエル領
域１２（図１）内に形成した不図示のｐ＋ 領域上のウエル電位用コンタクトとの間に固定
電位として例えば１５Ｖの電圧が印加されている。尚、ｎ型Ｓｉ基板を用いた場合にはウ
エル電位として例えば０Ｖを印加すれば良い。
【００２７】
一方、保持容量部Ｃに供給するＣＯＭ電位は、保持容量部Ｃの容量電極２４と、拡散容量
電極２２上の不図示のＣＯＭ（コモン）電位用コンタクトと間に固定電位として例えば８
．５Ｖの電圧が印加されている。この際、ＣＯＭ電位は、保持容量部Ｃを形成するために
は基本的に何ボルトでもかまわないものの、ビデオ信号の中心値（例えば８．５Ｖ）など
に設定しておけば、保持容量部Ｃにかかる電圧は電源電圧の略半分ですむ。つまり、保持
容量耐圧は電源電圧の略半分で良いので、保持容量部Ｃの絶縁膜２２の膜厚のみを薄くし
て容量値を大きくすることが可能であり、保持容量部Ｃの保持容量値が大きいと、反射用
画素電極３０の電位の変動を小さくすることができ、フリッカーや液晶３１（図１）の焼
きつきなどに対して有利である。
【００２８】
そして、保持容量部Ｃは、一つの反射用画素電極３０に印加された電位とＣＯＭ電位との
電位差に応じて電荷を蓄積し、非選択期間に一つのＭＯＳＦＥＴ１４がオフ状態になって
もその電圧を保持し、一つの反射用画素電極３０にその保持電圧を印加し続ける機能を備
えている。
【００２９】
ここで、従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａにおけるアクティブマトリックス駆動回路
５０において、一つの画素を駆動させる場合には、ビデオ線５４から順次タイミングをず
らして入力されたビデオ信号がビデオスイッチ５２を介して列方向に配置した一つの信号
線５３に供給され、且つ、この一つの信号線５３と行方向に配置した一つのゲート線５６
とが交差した位置にある一つのＭＯＳＦＥＴ１４が選択されてＯＮ動作する。
【００３０】
そして、選択された一つの反射用画素電極３０に信号線５３を介してビデオ信号が入力さ
れると電荷のかたちで保持容量部Ｃに書き込まれ、且つ、選択された一つの反射用画素電
極３０と対向電極３２（図１）と間にビデオ信号に応じて電位差が発生し、液晶３１の光
学特性を変調している。この結果、透明基板３３側から入射させたカラー画像用の読み出
し光Ｌ（図１）は液晶３１で画素ごとに変調されて反射用画素電極３０により反射され、
透明基板３３から出射される。このため、透過方式と異なって、読み出し光Ｌを１００％
近く利用でき、投射される画像に対して高精細と高輝度とを両立できる構造となっている
。
【００３１】
次に、Ｓｉ基板１１上で複数の画素を列方向と行方向とに直交してマトリックス状に配置
した際、例えば一つの列上で反射型液晶表示装置１０Ａの天面側に配置した一方の画素Ａ
と、この一つの列と同一列上で一方の画素Ａの下方に隣り合わせて配置した他方の画素Ｂ
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との間で発生する寄生容量について図３～図５を用いて説明する。
【００３２】
図３は従来例１の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Ａと画素
Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａ，Ｂの寄生容量を説
明するための回路図、
図４は従来例１の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Ａと画素
Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの寄生容量を説明す
るために図５に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図、図５は従来例１の反射型液
晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向
に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの寄生容量を説明するために図４に示したＸ－
Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜側から半導体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【００３３】
まず、図３に示した如く、画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配
置した時に、上方に配置した画素Ａには寄生容量Ｃａ１，Ｃａ２が存在している。また、
画素Ａの場合と同様に、下方に配置した画素Ｂにも寄生容量Ｃｂ１，Ｃｂ２が存在してい
る。
【００３４】
即ち、画素Ａのゲート線５６と画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０側との間に寄
生容量Ｃａ１が存在し、且つ、画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０側と画素Ｂの
ゲート線５６との間に寄生容量Ｃａ２が存在している。また、画素Ａの場合と同様に、画
素Ｂのゲート線５６と画素ＢのＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０側との間に寄生容量Ｃ
ｂ１が存在し、且つ、画素ＢのＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０側と画素Ｃのゲート線
５６との間に寄生容量Ｃｂ２が存在している。
【００３５】
ここで、図４に示した如く、上方に配置した画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０
が画素Ａの保持容量部Ｃと画素Ａの反射用画素電極３０とに接続され、且つ、下方に配置
した画素ＢのＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０が画素Ｂの保持容量部Ｃと画素Ｂの反射
用画素電極３０とに接続された状態で、画素Ａと画素Ｂはそれぞれ電気的に分離されてい
る。
【００３６】
また、図４に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜２６側からＳｉ基板（半導体基板
）１１側を平面的に見た図５において、画素Ａの領域及び画素Ｂの領域には、各ＭＯＳＦ
ＥＴ１４のドレイン電極１８及びゲート電極１６並びにソース電極２０が各画素領域内の
左上方部位に行方向（水平方向）に沿ってそれぞれ配置され、且つ、各画素領域内の下方
に拡散容量電極２１，絶縁膜２２（図１），容量電極２３を積層した各保持容量部Ｃが大
きな面積を持ってそれぞれ配置されている。
【００３７】
また、一つの行の画素Ａ及びこの下方の行の画素Ｂにゲートパルスを供給するためのゲー
ト線５６，５６は、ポリシリコンにより各画素領域内の上方部位に斜線枠で示した如くそ
れぞれ行方向（水平方向）に沿って配線され、且つ、各画素領域内の途中からＴ字状に分
岐した部分が各ＭＯＳＦＥＴ１４，１４のゲート電極１６，１６にそれぞれ接続されてい
る。
【００３８】
また、一つの列上の画素Ａ，Ｂに対して共通であり且つ一つの列のビデオ信号を供給する
ための一つの信号線５３は、第１メタル膜２６（図４）のアルミ配線により各画素領域内
の左側に網点枠で示した如く列方向（垂直方向）に沿って配線され、且つ、各画素Ａ，Ｂ
の各ＭＯＳＦＥＴ１４，１４のドレイン電極１８，１８に接続されている。
【００３９】
また、画素Ａ，Ｂ用の接続線５７，５７は、第１メタル膜２６のアルミ配線により各画素
領域内の略中央に網点枠で示した如く列方向（垂直方向）に沿ってそれぞれ画素駆動ごと
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に配線され、且つ、各画素Ａ，Ｂの各ＭＯＳＦＥＴ１４，１４のソース電極２０，２０に
それぞれ接続されていると共に、各画素Ａ，Ｂの容量電極２３，２３上に設けた容量電極
用コンタクト２４，２４にそれぞれ接続されており、更に、接続線５７，５７は第１，第
２メタル膜２６（図４）のアルミ配線を介して各画素Ａ，Ｂの反射用画素電極３０，３０
にそれぞれ接続されている。
【００４０】
また、一つの列上の画素Ａ，Ｂに対して共通であり且つ各画素Ａ，ＢにＣＯＭ電位を供給
するための一つのＣＯＭ線５８は、第１メタル膜２６（図４）のアルミ配線により各画素
領域内の右側に網点枠で示した如く列方向（垂直方向）に沿って配線され、且つ、各画素
Ａ，Ｂの拡散容量電極２１，２１上に設けたＣＯＭ電位用コンタクト５９，５９に接続さ
れている。
【００４１】
また、一つの列上の画素Ａ，Ｂに対して共通であり且つ各画素Ａ，Ｂにウエル電位を供給
するための一つのウエル線６０は、第１メタル膜２６（図４）のアルミ配線により各画素
領域内でＣＯＭ線５８よりも右側に網点枠で示した如く列方向（垂直方向）に沿って配線
され、且つ、各画素Ａ，Ｂのｐ－ ウエル領域１２，１２（図４）内に設けたウエル電位用
コンタクト６１，６１に接続されている。
【００４２】
上記のように各線を配線した時に、画素Ａの寄生容量Ｃａ１は、斜線枠で示した画素Ａの
ゲート線５６と、網点枠で示した画素Ａの接続線５７とが互いに重なり合う部位（オーバ
ーラップ部位）で発生している。また、画素Ａの寄生容量Ｃａ２は、網点枠で示した画素
Ａの接続線５７と、斜線枠で示した画素Ｂのゲート線５６とが互いに重なり合う部位（オ
ーバーラップ部位）で発生しており、これらの状態を図４にも断面して示している。
【００４３】
尚、画素Ｂの寄生容量Ｃｂ１，Ｃｂ２は、図４及び図５中での図示を省略しているものの
、画素Ａと同様に発生している。
【００４４】
この際、実回路動作を考えた場合、画素Ａにおいては、画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４がＯＦ
Ｆになった時点で、画素Ａの反射用画素電極３０の画素電位は次のフレームで再び画素Ａ
のＭＯＳＦＥＴ１４がＯＮするまで、画素電位を固定していなければならない。この画素
電位保持時間については、例えば１／３０ｓｅｃの間に、例えば５ｍＶ以内の画素電位変
動に抑えなければならず、この画素電位変動値を超えた場合は、フリッカーや液晶３１（
図１）の焼き付きといった不具合が発生する。
【００４５】
ところで、一般的に、液晶表示装置内の各画素に寄生容量が存在すると、画素電圧が変動
したり、走査線（ゲート線）の遅延によってフリッカが発生するために、この寄生容量に
対して対策を施したアクティブマトリックス型液晶表示素子がある（例えば、特許文献１
参照）。
【００４６】
【特許文献１】
特開２００１－７５１２７号公報
図６は従来例２のアクティブマトリックス型液晶表示素子を示した等価回路図である。
【００４７】
図６に示した従来例２のアクティブマトリックス型液晶表示素子１００は、上記した特許
文献１（特開２００１－７５１２７号公報）に開示されているものであり、ここでは特許
文献１を参照して簡略に説明する。
【００４８】
従来例２のアクティブマトリックス型液晶表示素子１００では、行方向（水平方向）に沿
って配置した複数の走査線１０１と、列方向（垂直方向）に沿って配置した複数の信号線
１０２とが直交し、且つ、両線１０１，１０２の交わる部位にスイッチング素子であるＴ
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ＦＴ素子１０３がそれぞれ設けられている。
【００４９】
そして、走査線１０１は各行に配置した各ＴＦＴ素子１０３のゲート電極Ｇにそれぞれ接
続され、一方、信号線１０２は各列に配置した各ＴＦＴ素子１０３のソース電極Ｓにそれ
ぞれ接続されている。更に、ＴＦＴ素子１０３のドレイン電極Ｄに液晶容量１０４，蓄積
容量１０５，画素電極１０７が接続されている。また、ＴＦＴ素子１０３のゲート電極Ｇ
とドレイン電極Ｄとの間に寄生容量１０６が存在しており、この寄生容量１０６はゲート
電極Ｇとドレイン電極Ｄの重なりによって生じている。
【００５０】
ここで、ＴＦＴ素子１０３のドレイン電極Ｄを構成する薄膜パターンを形成する工程にお
いて、露光時の露光ステージスキャン速度または露光量を変化させ、縮小補正値を制御す
ることにより、走査線１０１で走査される行方向（水平方向）で隣り合うｎ番目のＴＦＴ
素子１０３の寄生容量領域をｎ＋１番目のＴＦＴ素子１０３の寄生容量領域よりも小さく
なるパターンをもつアクティブマトリックス型液晶表示素子を形成して、行方向に隣り合
う画素の寄生容量に面内分布を持たせることで、表示画面の均一性を改善し、高画質な液
晶パネルを実現している旨が開示されている。
【００５１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図１に示した従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａは、主にプロジェクタとし
て使用されるため、この使用方法として部屋の天井からさかさまに吊り下げて投影する天
吊り型と、床とか棚などにそのまま置いて投影する据え置き型の２種類が存在しており、
１台の反射型液晶表示装置１０Ａで両方の使用を可能に構成されている。
【００５２】
図７は従来例１の反射型液晶表示装置の使用形態を説明するための模式図であり、（ａ）
は天吊り型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路でゲート線をスキャンＵ方向に
走査する状態を示し、（ｂ）は据え置き型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路
でゲート線をスキャンＤ方向に走査する状態を示した図、
図８は従来例１の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン方向により画素Ａの
フィールドスルー特性が異なる状態を説明するための信号波形図であり、（ａ）はゲート
線をスキャンＵ方向に走査した場合を示し、（ｂ）はゲート線をスキャンＤ方向に走査し
た場合を示した図である。
【００５３】
即ち、図７（ａ）に示したように、従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａを天吊り型とし
て使用する場合には、筐体Ｋの底面Ｋａ側を天井に対向させて吊り下げるために、複数の
画素に対して先に図２（ａ）を用いて説明した垂直シフトレジスタ回路５５でゲート線５
６をスキャンＵ方向の行順に走査することで、筐体Ｋの底面Ｋａ側から天面Ｋｂ側に向か
って一つの列上に配置した画素Ｂ，画素Ａの順にスキャンさせている。
【００５４】
一方、図７（ｂ）に示したように、従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａを据え置き型と
して使用する場合に、筐体Ｋの底面Ｋａ側を床上又は棚上に載置するために、複数の画素
に対して垂直シフトレジスタ回路５５でゲート線５６を上記とは逆なスキャンＤ方向の行
順に走査することで、筐体Ｋの天面Ｋｂ側から底面Ｋａ側に向かって一つの列上に配置し
た画素Ａ，画素Ｂの順にスキャンさせている。
【００５５】
この際、ゲート線５６のスキャン方向の異なりによって、従来例１の反射型液晶表示装置
１０Ａにおける画素レイアウトでは画素電圧がフレームごとに非対称になってしまう不具
合が発生しており、この原因を追及すると、上記したように一つの列上で列方向に上下隣
り合わせて画素Ａ，Ｂを配置した時に生じる画素Ａの寄生容量Ｃａ１，Ｃａ２に起因する
ことが判明した。
【００５６】
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より具体的に図５及び図８を併用して説明すると、まず、図８（ａ）に示した状態は、同
一列上で一方の画素Ａと他方の画素Ｂとを上下隣り合わせて配置した時に先に図２（ａ）
を用いて説明した垂直シフトレジスタ回路５５でゲート線５６をスキャンＵ方向に走査し
た場合に、例えば全画面に「白表示」を書き込んだ場合のフレーム反転駆動法による駆動
電圧波形を示している。
【００５７】
ここで、一つの列上で反射型液晶表示装置１０Ａの天面側に配置した一方の画素Ａに注目
すると、画素Ａに印加するビデオ信号ＳＩＧは、基準電圧０Ｖより上方で信号中心電圧Ｖ
ｓｉｇｃを中心として下位電圧Ｖｄと上位電圧Ｖｐとの間を繰り返す矩形波であり、この
ビデオ信号ＳＩＧが一つの信号線５３を介してフレーム周期ごとに正極性及び負極性で画
素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極１８に印加されており、即ち、ビデオ信号ＳＩＧ
は第ｎフレーム（但しｎは自然数）で正極性書き込みを行い、第（ｎ＋１）フレームで正
極性に対して上下を反転した負極性書き込みを行っている。
【００５８】
また、第ｎフレーム目でビデオ信号ＳＩＧを画素Ａに印加した後に、画素Ａのゲートパル
スＧＡｇが画素Ａのゲート線５６を介して画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のゲート電極１６に
所定の書き込み時間ｔｗに亘って電圧Ｖｇで印加されるので、画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４
がＯＮになると共に、これに伴ってビデオ信号ＳＩＧが画素Ａの保持容量部Ｃに電荷とし
て蓄積される。
【００５９】
この際、ゲート線５６をスキャンＵ方向に走査しているために、画素Ａよりも先に駆動さ
れる画素ＢのゲートパルスＧＢｇは点線で示したように画素ＡのゲートパルスＧＡｇより
前に画素ＢのＭＯＳＦＥＴ１４のゲート電極１６に印加されている。
【００６０】
そして、画素ＡのゲートパルスＧＡｇの立上がりと同時に画素Ａの書き込み信号ＧＡｓが
画素Ａの反射用画素電極３０にビデオ信号ＳＩＧの上位電圧Ｖｐと略同じ値の画素電極電
圧Ｖｐで印加される。この時、画素Ａの書き込み信号ＧＡｓは、▲１▼画素Ａの書き込み
特性と、▲２▼画素Ａのフィールドスルー特性と、▲３▼画素Ａの保持特性とに依存して
いる。
【００６１】
即ち、画素Ａの書き込み信号ＧＡｓの立上がりは、画素Ａの書き込み特性に依存しており
、この画素Ａの書き込み特性は画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のＯＮ電流，書き込み時間ｔｗ
，ビデオ信号ＳＩＧの上位電圧Ｖｐによって左右される。
【００６２】
また、画素ＡのゲートパルスＧＡｇを画素ＡのゲートＧに所定の書き込み時間ｔｗに亘っ
て印加した後でこのゲートＧがＯＦＦした瞬間に、画素Ａの書き込み信号ＧＡｓは画素電
極電圧Ｖｐに対してフィールドスルー電圧△Ｖｐ１分だけ低くなる。
【００６３】
この後、画素Ａの書き込み信号ＧＡｓは画素Ａの反射用画素電極３０に接続した画素Ａの
保持容量部Ｃによる画素Ａの保持特性によって第ｎフレーム目の終了に向かって徐々に下
降する。この際、画素Ａの保持特性は、画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のＯＦＦ電流，保持容
量，保持時間，液晶抵抗を通じてのリーク電流などに依存している。
【００６４】
ここで、上記した画素Ａの書き込み信号ＧＡｓ中のフィードスルー電圧△Ｖｐ１の画素電
位への影響を見てみると、フィードスルー電圧△Ｖｐ１は正極性書き込み、負極性書き込
みのどちらでも電位が基準電圧０Ｖの方向に向かって減衰する。従って、ビデオ信号ＳＩ
Ｇの信号中心電圧Ｖｓｉｇｃに対して、正負の表示信号電位がフィードスルー電圧△Ｖｐ
１分だけ異なってしまうので、このままでは正負書き込み電位が異なってしまい、両者の
間にＤＣのオフセット成分が発生するため、対向電極電位Ｖｃｏｍをオフセット電位分だ
け補正して正負のバランスをとる必要がある。
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【００６５】
そして、ゲート線５６をスキャンＵ方向に走査した場合には、画素Ａのフィードスルー電
圧△Ｖｐ１は、先に示した図４及び図５中における画素Ａの寄生容量Ｃａ１によって決ま
る。この時、画素ＢのゲートパルスＧＢｇは画素ＡのゲートパルスＧＡｇよりも前に印加
されるため、画素Ａの寄生容量Ｃａ１によるフィードスルーが発生する前に画素Ｂのゲー
トパルスＧＢｇがＯＦＦになって画素ＢのゲートパルスＧＢｇの電位が０Ｖに確定（固定
）されてしまうために、画素Ａの寄生容量Ｃａ２（図４，図５）によるフィードスルーは
発生しない。
【００６６】
次に、図８（ｂ）に示した状態は、一つの列上で列方向に上下隣り合わせて画素Ａ，Ｂを
配置した時に先に図２（ａ）を用いて説明した垂直シフトレジスタ回路５５でゲート線５
６をスキャンＤ方向に走査した場合に、例えば全画面に「白表示」を書き込んだ場合のフ
レーム反転駆動法による駆動電圧波形を示している。
【００６７】
この場合、第ｎフレーム目でビデオ信号ＳＩＧを画素Ａに印加した後に、画素Ａのゲート
パルスＧＡｇが画素Ａのゲート線５６を介して画素ＡのＭＯＳＦＥＴ１４のゲート電極１
６に所定の書き込み時間ｔｗに亘って電圧Ｖｇで印加され、この後、画素Ａのゲートパル
スＧＡｇがＯＦＦになった直後、画素ＢのゲートパルスＧＢｇがＯＮになる。そして、画
素ＡのゲートパルスＧＡｇがＯＦＦになる時に、先に示した図４及び図５中における画素
Ａの寄生容量Ｃａ１によって基準電圧０Ｖ方向に画素Ａのフィールドスルーが発生する。
しかしこの時、画素ＢのゲートパルスＧＢｇがＯＮになるために、画素Ａのゲートパルス
ＧＡｇの電位が０Ｖ方向に下降しつつ、一方、画素ＢのゲートパルスＧＢｇの電位がＶｇ
方向に上昇しつつ、両ゲートパルスＧＡｇ，ＧＢｇの電位が変動中であるので画素Ａの寄
生容量Ｃａ２（図４及び図５）によって基準電圧０Ｖと反対方向に画素Ａのフィードスル
ーが発生する。
【００６８】
この結果として、ゲート線５６をスキャンＤ方向に走査した場合に、画素Ａのフィードス
ルー電圧が△Ｖｐ２となり、このフィードスルー電圧△Ｖｐ２はゲート線５６をスキャン
Ｕ方向に走査した場合のフィードスルー電圧△Ｖｐ１と比較して小さくなる。
【００６９】
従って、ＤＣのオフセット成分をキャンセルするための対向電極電位Ｖｃｏｍは、スキャ
ン方向Ｕとスキャン方向Ｄでは値が異なるため、対向電極電位Ｖｃｏｍを一度設定してし
まうと、スキャン方向を変更すると対向電極電位Ｖｃｏｍの値が異なってしまうために液
晶３１（図４）にＤＣ成分が発生することになり、フリッカーや液晶３１の焼き付きとい
った問題が発生していた。
【００７０】
一方、先に図６を用いて説明した特許文献１の技術思想では、行方向（水平方向）で隣り
合うｎ番目とｎ＋１番目の各ＴＦＴ素子１０３の寄生容量領域に対して対策を施している
ものの、列方向（垂直方向）で隣り合うｍ－１番目とｍ番目の各ＴＦＴ素子１０３の寄生
容量領域に対しては何等の対策を施していないので、従来例１におけるようなゲート線５
６のスキャンＵ方向，スキャンＤ方向の異なりにより、一つの列上で列方向に上下隣り合
わせて配置した画素Ａ，Ｂのフィールドスルー特性の影響に対して特許文献１の技術思想
を適用することができない。
【００７１】
そこで、反射型液晶表示装置の使用形態（例えば、天吊り型，据え置き型）に応じてゲー
ト線のスキャン方向を変更できるように構成した場合に、同一列上に一方の画素Ａと、他
方の画素Ｂとを隣り合わせて配置した際、ゲート線のスキャンＵ方向，スキャンＤ方向に
伴って生じる画素Ａのフィールドスルー特性の影響を軽減できる反射型液晶表示装置が望
まれている。
【００７２】
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【課題を解決するための手段】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、第１の発明は、半導体基板上にスイッチ
ング素子と、該スイッチング素子用の保持容量部とを電気的に分離してそれぞれ複数設け
、且つ、複数の前記スイッチング素子及び複数の前記保持容量部の上方に積層した複数の
機能膜のうちで最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極を電気的に分離して複数
設けて、一つの前記スイッチング素子に接続した一つの前記保持容量部及び一つの前記反
射用画素電極を組にして一つの画素を形成し、この画素を前記半導体基板上で行方向と列
方向とにマトリックス状に複数配置すると共に、複数の前記反射用画素電極に対向して透
明な対向電極を透明基板の下面に成膜して、複数の前記反射用画素電極と前記対向電極と
の間に液晶を封入して構成した反射型液晶表示装置において、
前記反射型液晶表示装置の使用形態に応じてスキャン方向を変更され、且つ、各行に沿っ
て配置した各スイッチング素子のゲート電極に接続するように行ごとに配線されて、ゲー
トパルスをスキャン方向の行順に供給するゲート線と、
各列に沿って配置した各スイッチング素子のドレイン電極（又はソース電極）に接続する
ように金属膜を用いて列ごとに配線されて、ビデオ信号を列順に供給する信号線と、
同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した２つの画素間を跨いで配線された接続線
とを少なくとも備え、
前記接続線は、一端が一方の画素内に形成した前記保持容量部の容量電極用コンタクト及
び前記反射用画素電極に接続されると共に、他端が前記機能膜中の絶縁膜を介して一方の
画素用の前記ゲート線と交差して、他方の画素内に形成した前記スイッチング素子のソー
ス電極（又はドレイン電極）に接続されていることを特徴とする反射型液晶表示装置であ
る。
【００７３】
また、第２の発明し、上記した第１の発明の反射型液晶表示装置において、
前記接続線は、前記ゲート線と交差させた部位の線幅を前記一方の画素内に延出させた線
幅及び前記他方の画素内に延出させた線幅よりも幅狭くくびれさせたことを特徴とする反
射型液晶表示装置である。
【００７４】
【発明の実施の形態】
以下に本発明に係る反射型液晶表示装置の一実施例を図９乃至図１６を参照して＜第１実
施例＞，＜第２実施例＞の順に詳細に説明する。
【００７５】
＜第１実施例＞
図９は本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例え
ば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの寄
生容量を説明するために図１０に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図、
図１０は本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例
えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの
寄生容量を説明するために図９に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜側から半導体
基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図、
図１１は本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン方
向が異なっても画素Ａのフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信号
波形図であり、（ａ）はゲート線をスキャンＵ方向に走査した場合を示し、（ｂ）はゲー
ト線をスキャンＤ方向に走査した場合を示した図である。
【００７６】
図９及び図１０に示した本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置１０Ｂの構造形態
は、先に図４及び図５を用いて説明した従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａの構造形態
に対して一部異なっているだけである。
【００７７】
この第１実施例の反射型液晶表示装置１０Ｂでは、使用形態（例えば天吊り型，据え置き
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型）に応じてスキャン方向を変更され且つゲートパルスをスキャン方向の行順に供給する
ゲート線５６が、各行に沿って配置した各スイッチング素子（以下、ＭＯＳＦＥＴと記す
）１４のゲート電極１６に接続するようにポリシリコンを用いて行ごとに配線されており
、且つ、ビデオ信号を列順に供給する信号線５３は、各列に沿って配置した各ＭＯＳＦＥ
Ｔ１４のドレイン電極１８（又はソース電極２０）に接続するように金属膜を用いて列ご
とに配線されており、更に、同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した２つの画素
Ａ，Ｂ間を跨いで配線された接続線６２は、一端が一方の画素Ａ内に形成した保持容量部
Ｃの容量電極用コンタクト２４及び反射用画素電極３０に接続されると共に、他端が機能
膜中の絶縁膜２５を介して一方の画素Ａ用のゲート線５６と交差して、他方の画素Ｂ内に
形成したＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０（又はドレイン電極１８）に接続されること
で、従来例１で説明したようなゲート線５６のスキャンＵ方向（天吊り型の場合），スキ
ャンＤ方向（据え置き型の場合）の異なりに伴って生じる画素Ａのフィールドスルー特性
の影響を軽減できるようになしたものである。
【００７８】
尚、説明の便宜上、先に示した従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａと同じ構成部材に対
して同一の符号を付して図示すると共に、同じ構成部材に対しては必要に応じて適宜説明
し、従来例１と異なる構成部材に新たな符号を付して、従来例１と異なる点を中心にして
説明する。
【００７９】
即ち、図９及び図１０に示した如く、本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置１０
Ｂにおいて、半導体基板（以下、Ｓｉ基板と記す）１１上にＭＯＳＦＥＴ（スイッチング
素子）１４と、ＭＯＳＦＥＴ用の保持容量部Ｃとを電気的に分離してそれぞれ複数設け、
且つ、複数のＭＯＳＦＥＴ１４及び複数の保持容量部Ｃの上方に積層した複数の機能膜の
うちで最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極３０を電気的に分離して複数設け
て、一つのＭＯＳＦＥＴ１４に接続した一つの保持容量部Ｃ及び一つの反射用画素電極３
０を組にして一つの画素を形成し、この画素をＳｉ基板１１上で行方向と列方向とにマト
リックス状に複数配置すると共に、複数の反射用画素電極３０に対向して透明な対向電極
３２を透明基板３３の下面に成膜して、複数の反射用画素電極３０と対向電極３２との間
に液晶３１を封入して構成した点は、従来例１と同じである。
【００８０】
また、一つの列上の画素Ａ，Ｂに対して共通である信号線５３及びＣＯＭ線５８並びにウ
エル線６０は従来例１と同じであるので詳述を省略する。
【００８１】
ここで、従来例１と異なる点を説明すると、図１０に示した如く、例えば一つの列上で反
射型液晶表示装置１０Ｂの天面側に一方の画素Ａを配置し、且つ、一つの列と同一列上で
一方の画素Ａの下方に隣り合わせて他方の画素Ｂを配置すると共に、各画素内の上方部位
にＭＯＳＦＥＴ１４を配置する一方、各画素内の下方部位に保持容量部Ｃを配置した場合
に、一方の画素Ａにゲートパルスを供給するための画素Ａのゲート線５６は、画素Ｂの反
射用画素電極３０の下方に一方の画素Ａ用として配置したＭＯＳＦＥＴ１４のゲート電極
１６に接続されている。
【００８２】
また、一方の画素Ａの接続線６２は、一方の画素Ａと他方の画素Ｂとの間を跨いで列方向
（垂直方向）に沿って画素駆動ごとに配線され、且つ、同一の線幅で配線されている。
【００８３】
この際、一方の画素Ａの接続線６２は、一方の画素Ａ内に延出させた一端が一方の画素Ａ
内に形成した保持容量部Ｃの容量電極用コンタクト２４及び第１，第２メタル膜２６，２
８を介して一方の画素Ａ内の反射用画素電極３０に接続されると共に、他方の画素Ｂ内に
延出させた他端が機能膜中の第１層間絶縁膜２５（図１）を介して一方の画素Ａ用のゲー
ト線５６と交差して、他方の画素Ｂ内に形成したＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０に接
続されている。
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【００８４】
従って、一方の画素Ａを駆動する場合には、画素Ａの反射用画素電極３０の下方に配置し
た保持容量部Ｃと、画素Ａの反射用画素電極３０と、画素Ｂの反射用画素電極３０の下方
に一方の画素Ａ用として配置したＭＯＳＦＥＴ１４とを組にしている。
【００８５】
尚、図１０での図示を一部省略するものの、画素Ａの駆動の場合と同様に、他方の画素Ｂ
を駆動する場合には、画素Ｂの反射用画素電極３０の下方に配置した保持容量部Ｃと、画
素Ｂの反射用画素電極３０と、不図示の画素Ｃの反射用画素電極３０の下方に他方の画素
Ｂ用として配置したＭＯＳＦＥＴ１４とを組にすれば良い。
【００８６】
これに伴って、図９に示した如く、画素Ａの反射用画素電極３０の下方に配置したＭＯＳ
ＦＥＴ１４と、画素Ｂの反射用画素電極３０の下方に配置したＭＯＳＦＥＴ１４は、第１
メタル膜２６中に細い幅で略角状に周回した開口部２６ｂによってそれぞれ電気的に分離
されている。この際、画素Ａの反射用画素電極３０の下方に配置したＭＯＳＦＥＴ１４は
画素Ａよりも上方に隣り合わせた画素用であり、一方、上述したように画素Ｂの反射用画
素電極３０の下方に配置したＭＯＳＦＥＴ１４は画素Ａ用である。
【００８７】
上記のように各線を配線した時に、図１０に示したように、画素Ａの寄生容量Ｃａ１は、
斜線枠で示した画素Ａのゲート線５６と、網点枠で示した画素Ａの接続線６２とが互いに
重なり合う部位（オーバーラップ部位）で発生しているものの、画素Ｂのゲート線５６（
図示せず）と画素Ａの接続線６２とは互いに重なり合う部位（オーバーラップ部位）がな
いために従来例１で述べたような画素Ａの寄生容量Ｃａ２は発生していない。
【００８８】
尚、画素Ｂの寄生容量Ｃｂ１は、図９及び図１０中での図示を省略しているものの、画素
Ａと同様に発生しているが、画素Ｂの寄生容量Ｃｂ２は発生していない。
【００８９】
ここで、上記した第１実施例の画素レイアウトにおいて、ゲート線５６をスキャンＵ方向
に走査した場合の画素Ａの画素電極の駆動電圧波形を図１１（ａ）に示し、ゲート線５６
をスキャンＤ方向に走査した場合の画素Ａの画素電極の駆動電圧波形を図１１（ｂ）に示
している。尚、図１１（ａ），（ｂ）の各波形の動作については先に図８（ａ），（ｂ）
を用いて従来例１で説明しているので、ここでは従来例１に対して異なる点のみを述べる
。
【００９０】
この第１実施例の画素レイアウトの場合、上述したように画素Ａの寄生容量Ｃａ２は発生
していないために、画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ３は画素Ａの寄生容量Ｃａ１にし
か依存せず、図１１（ａ）に示したスキャンＵ方向，図１１（ｂ）に示したスキャンＤ方
向の両方で駆動した場合においても画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ３は変化しない。
従って、一台の反射型液晶表示装置１０Ｂで天吊り型と据え置き型とに兼用できる。
【００９１】
このため、対向電極電位Ｖｃｏｍをオフセット電位分だけ補正して正負のバランスを１度
調整してしまえば、ゲート線５６のスキャン方向を変えてもフィードスルー電圧△Ｖｐ３
量が変化せず、フリッカーや液晶３１（図９）の焼き付きの問題を解消することができる
。
【００９２】
尚、上記した第１実施例では周知のフレーム反転駆動法を適用しているので、信号線５３
からビデオ信号を入力する場合には、信号線５３をＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極１８
か、又は、ソース電極２０のいずれか一方に接続すれば良いが、ここでは上述したように
信号線５３をドレイン電極１８に接続している。尚、信号線５３をＭＯＳＦＥＴ１４のソ
ース電極２０に接続した場合には、接続線６２にＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極１８と
保持容量部Ｃの容量電極用コンタクト２４とが接続され、更に、接続線６２が第１，第２
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メタル膜２６，２８を介して一つの反射用画素電極３０に接続されるものである。
【００９３】
次に、第１実施例の反射型液晶表示装置１０Ｂを一部変形させた変形例について図１２を
用いて簡略に説明する。
【００９４】
図１２は第１実施例の反射型液晶表示装置を一部変形させた変形例について説明するため
に第１メタル膜側から半導体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【００９５】
図１２に示した如く、第１実施例の反射型液晶表示装置１０Ｂを一部変形させた変形例の
反射型液晶表示装置１０Ｂ’では、第１実施例の画素レイアウトに対して上下を反転させ
たものであり、即ち、例えば一つの列上で反射型液晶表示装置１０Ｂ’の底面側に一方の
画素Ａを配置し、且つ、一つの列と同一列上で一方の画素Ａの上方に隣り合わせて他方の
画素Ｂを配置すると共に、各画素内の上方部位に保持容量部Ｃを配置する一方、各画素内
の下方部位にＭＯＳＦＥＴ１４を配置した場合に、例えば一方の画素Ａの接続線６２は、
一方の画素Ａと他方の画素Ｂとの間を跨いで列方向（垂直方向）に沿って画素駆動ごとに
配線されており、一方の画素Ａ内に延出させた一端側が一方の画素Ａ内に形成した保持容
量部Ｃの容量電極用コンタクト２４及び第１，第２メタル膜２６，２８を介して一方の画
素Ａ内の形成した反射用画素電極３０に接続されると共に、他方の画素Ｂ内に延出させた
他端側が機能膜中の第１層間絶縁膜２５（図１）を介して一方の画素Ａ用のゲート線５６
と交差して、他方の画素Ｂ内に形成したＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０に接続されて
いる。
【００９６】
従って、変形例の反射型液晶表示装置１０Ｂ’を天吊り型として使用してゲート線５６を
スキャンＵ方向に走査した場合に第１実施例とは逆に画素Ａ，画素Ｂの順にスキャンされ
、一方、据え置き型として使用してゲート線５６をスキャンＤ方向に走査した場合に第１
実施例とは逆に画素Ｂ，画素Ａの順にスキャンされるものの、第１実施例と同様にゲート
線５６のスキャン方向が異なっても画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ３｛図１１（ａ）
，（ｂ）｝は変化しないので、一台の反射型液晶表示装置１０Ｂ’で天吊り型と据え置き
型とに兼用できる。
【００９７】
＜第２実施例＞
図１３は本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例
えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの
寄生容量を説明するために図１４に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図、
図１４は本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例
えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの
寄生容量を説明するために図１３に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜側から半導
体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図、
図１５は本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン方
向が異なっても画素Ａのフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信号
波形図であり、（ａ）はゲート線をスキャンＵ方向に走査した場合を示し、（ｂ）はゲー
ト線をスキャンＤ方向に走査した場合を示した図である。
【００９８】
図１３及び図１４に示した本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置１０Ｃの構造形
態は、先に図９及び図１０に示した本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置１０Ｂ
に対して一部異なっているだけである。
【００９９】
この第２実施例の反射型液晶表示装置１０Ｃでは、例えば一つの列上で反射型液晶表示装
置１０Ｃの天面側に一方の画素Ａを配置し、且つ、一つの列と同一列上で一方の画素Ａの
下方に隣り合わせて他方の画素Ｂを配置すると共に、各画素内の上方部位にＭＯＳＦＥＴ
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１４を配置する一方、各画素内の下方部位に保持容量部Ｃを配置した場合に、一方の画素
Ａと他方の画素Ｂとの間に跨がって列方向（垂直方向）に沿って画素駆動ごとに配線した
一方の画素Ａの接続線６３は、一方の画素Ａのゲート線５６と交差させた部位の線幅を一
方の画素Ａ内に延出した線幅及び他方の画素Ｂ内に延出した線幅よりも幅狭くくびれさせ
ている点が第１実施例と異なっている。
【０１００】
尚、説明の便宜上、先に示した従来例１の反射型液晶表示装置１０Ａ及び第１実施例の反
射型液晶表示装置１０Ｂと同じ構成部材に対して同一の符号を付して図示すると共に、従
来例１及び第１実施例と異なる構成部材に新たな符号を付して、従来例１及び第１実施例
と異なる点のみを説明する。
【０１０１】
ここで、従来例１及び第１実施例と異なる点をより具体的に説明すると、一方の画素Ａの
接続６３は、一方の画素Ａ内に広い幅で延出させた一端側の広幅部６３ａが一方の画素Ａ
内に形成した保持容量部Ｃの容量電極用コンタクト２４及び第１，第２メタル膜２６，２
８を介して一方の画素Ａ内の反射用画素電極３０に接続されると共に、他方の画素Ｂ内に
広幅部６３ａより僅かに狭い幅で延出させた他端側の狭幅部６３ｃが機能膜中の第１層間
絶縁膜２５（図１）を介して一方の画素Ａ用のゲート線５６と交差して、他方の画素Ｂ内
に形成したＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０に接続されている。この際、接続線６３の
他端側の狭幅部６３ｃは、ＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０側に重なり合わないように
一端側の広幅部６３ａより僅かに狭い幅に設定されている。
【０１０２】
更に、一方の画素Ａの接続線６３は、一端側の広幅部６３ａと他端側の狭幅部６３ｃとの
間で一方の画素Ａのゲート線５６と交差する部位にくびれ部６３ｂが形成されており、こ
のくびれ部６３ｂの線幅は、一方の画素Ａ内に延出させた一端側の広幅部６３ａの線幅及
び他方の画素Ｂ内に延出させた他端側の狭幅部６３ｃの線幅よりも幅狭くくびれさせてい
る。
【０１０３】
従って、一方の画素Ａを駆動する場合には、画素Ａの反射用画素電極３０の下方に配置し
た保持容量部Ｃと、画素Ａの反射用画素電極３０と、画素Ｂの反射用画素電極３０の下方
に一方の画素Ａ用として配置したＭＯＳＦＥＴ１４とを組にしている。
【０１０４】
尚、図１４での図示を一部省略するものの、画素Ａと同様に、他方の画素Ｂを駆動する場
合には、画素Ｂの反射用画素電極３０の下方に配置した保持容量部Ｃと、画素Ｂの反射用
画素電極３０と、不図示の画素Ｃの反射用画素電極３０の下方に他方の画素Ｂ用として配
置したＭＯＳＦＥＴ１４とを組にすれば良い。
【０１０５】
上記のように各線を配線した時に、図１４に示したように、画素Ａの寄生容量Ｃａ１’は
、斜線枠で示した画素Ａのゲート線５６と、網点枠で示した画素Ａの接続線６３とが互い
に重なり合う部位（オーバーラップ部位）で発生しているものの、重なり合う部位の接続
線６３に狭幅部６３ｃとくびれ部６３ｂとが形成されているために重なり合う部位（オー
バーラップ部位）の面積が小さくなるので、画素Ａの寄生容量Ｃａ１’の値は前記した第
１実施例における画素Ａの寄生容量Ｃａ１（図９，図１０）の値よりも小さく設定するこ
とができる。一方、この第２実施例でも画素Ｂのゲート線５６（図示せず）と画素Ａの接
続線６３とは互いに重なり合う部位（オーバーラップ部位）がないために従来例１で述べ
たような画素Ａの寄生容量Ｃａ２は発生していない。
【０１０６】
尚、画素Ｂの寄生容量Ｃｂ１は、図１３及び図１４中での図示を省略しているものの、画
素Ａと同様に発生しているが、画素Ｂの寄生容量Ｃｂ２は発生していない。
【０１０７】
ここで、上記した第２実施例の画素レイアウトにおいて、ゲート線５６をスキャンＵ方向
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に走査した場合の画素Ａの画素電極の駆動電圧波形を図１５（ａ）に示し、ゲート線５６
をスキャンＤ方向に走査した場合の画素Ａの画素電極の駆動電圧波形を図１５（ｂ）に示
している。
【０１０８】
この第２実施例の画素レイアウトの場合も、上述したように画素Ａの寄生容量Ｃａ２は発
生していないために、画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ４は画素Ａの寄生容量Ｃａ１’
しか依存せず、図１５（ａ）に示したスキャンＵ方向，図１５（ｂ）に示したスキャンＤ
方向の両方で駆動した場合においても画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ４は変化しない
。従って、一台の反射型液晶表示装置１０Ｃで天吊り型と据え置き型とに兼用できる。
【０１０９】
しかも、画素Ａの寄生容量Ｃａ１’の値は第１実施例の場合よりも小さくなっているため
に、画素電極電圧に対する寄生容量Ｃａ１’の影響が小さくなり、画素Ａのフィードスル
ー電圧△Ｖｐ４を第１実施例の場合よりも小さくすることができる。
【０１１０】
この際、画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ４は信号電圧のレベルによって変化するため
、画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ４が大きいと対向電極電位Ｖｃｏｍをオフセットし
きれずに液晶３１（図１３）にＤＣ成分が発生することがあるものの、画素Ａのフィード
スルー電圧△Ｖｐ４が小さいので液晶３１の焼き付きや、フリッカー発生の原因をより確
実に防止することができる。
【０１１１】
尚、上記した第２実施例でも周知のフレーム反転駆動法を適用しているので、信号線５３
からビデオ信号を入力する場合には、信号線５３をＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極１８
か、又は、ソース電極２０のいずれか一方に接続すれば良いが、ここでは上述したように
信号線５３をドレイン電極１８に接続している。尚、信号線５３をＭＯＳＦＥＴ１４のソ
ース電極２０に接続した場合には、接続線６３にＭＯＳＦＥＴ１４のドレイン電極１８と
保持容量部Ｃの容量電極用コンタクト２４とが接続され、更に、接続線６３が第１，第２
メタル膜２６，２８を介して一つの反射用画素電極３０に接続されるものである。
【０１１２】
次に、第２実施例の反射型液晶表示装置１０Ｃを一部変形させた変形例について図１６を
用いて簡略に説明する。
【０１１３】
図１６は第２実施例の反射型液晶表示装置を一部変形させた変形例について説明するため
に第１メタル膜側から半導体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【０１１４】
図１６に示した如く、第２実施例の反射型液晶表示装置１０Ｂを一部変形させた変形例の
反射型液晶表示装置１０Ｃ’では、第２実施例の画素レイアウトに対して上下を反転させ
たものであり、即ち、例えば一つの列上で反射型液晶表示装置１０Ｃ’の底面側に一方の
画素Ａを配置し、且つ、一つの列と同一列上で一方の画素Ａの上方に隣り合わせて他方の
画素Ｂを配置すると共に、各画素内の上方部位に保持容量部Ｃを配置する一方、各画素内
の下方部位にＭＯＳＦＥＴ１４を配置した場合に、例えば一方の画素Ａの接続線６３は、
一方の画素Ａと他方の画素Ｂとの間をくびれさせて跨いで列方向（垂直方向）に沿って画
素駆動ごとに配線されており、一方の画素Ａ内に延出させた一端側が一方の画素Ａ内に形
成した保持容量部Ｃの容量電極用コンタクト２４及び第１，第２メタル膜２６，２８を介
して一方の画素Ａ用の反射用画素電極３０に接続されると共に、他方の画素Ｂ内に延出さ
せた他端側が機能膜中の第１層間絶縁膜２５（図１）を介して一方の画素Ａ用のゲート線
５６と交差して、他方の画素Ｂ内に形成したＭＯＳＦＥＴ１４のソース電極２０に接続さ
れている。
【０１１５】
従って、変形例の反射型液晶表示装置１０Ｃ’を天吊り型として使用してゲート線５６を
スキャンＵ方向に走査した場合に第２実施例とは逆に画素Ａ，画素Ｂの順にスキャンされ
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、一方、据え置き型として使用してゲート線５６をスキャンＤ方向に走査した場合に第２
実施例とは逆に画素Ｂ，画素Ａの順にスキャンされるものの、第２実施例と同様にゲート
線５６のスキャン方向が異なっても画素Ａのフィードスルー電圧△Ｖｐ４｛図１５（ａ）
，（ｂ）｝は変化しないので、一台の反射型液晶表示装置１０Ｃ’で天吊り型と据え置き
型とに兼用できる。
【０１１６】
【発明の効果】
以上詳述した本発明に係る反射型液晶表示装置によると、反射型液晶表示装置の使用形態
（例えば、天吊り型，据え置き型）に応じてゲート線のスキャン方向を変更できるように
構成した場合に、とくに、同一列上に一方の画素と他方の画素とを隣り合わせて配置した
際、同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した２つの画素間を跨いで配線された接
続線は、一端が一方の画素内に形成した保持容量部の容量電極用コンタクト及び反射用画
素電極に接続されると共に、他端が機能膜中の絶縁膜を介して一方の画素用のゲート線と
交差して、他方の画素Ｂ内に形成したスイッチング素子のソース電極（又はドレイン電極
）に接続されているため、垂直シフトレジスタでゲート線をスキャンＵ方向又はスキャン
Ｄ方向に変更しても、ゲート線のスキャンＵ方向，スキャンＤ方向に伴って生じる一つの
画素のフィールドスルー特性が両方向で略同じになるので、フリッカーやを液晶の焼きつ
きを防止することができる。
【０１１７】
また、上記した本発明に係る反射型液晶表示装置において、前記接続線は、ゲート線と交
差させた部位の線幅を一方の画素内に延出させた線幅及び他方の画素内に延出させた線幅
よりも幅狭くくびれさせたため、一つの画素のフィードスルー量を小さく設定できるので
、フリッカーやを液晶の焼きつきをより確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来例１の反射型液晶表示装置において、一つの画素を模式的に拡大して示し、
且つ、図５に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図である。
【図２】従来例１の反射型液晶表示装置におけるアクティブマトリックス駆動回路を説明
するため図であり、（ａ）はアクティブマトリックス駆動回路のブロック図、（ｂ）は（
ａ）中のＴＲ部を拡大して示した回路図である。
【図３】従来例１の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Ａと画
素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａ，Ｂの寄生容量を
説明するための回路図である。
【図４】従来例１の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Ａと画
素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの寄生容量を説明
するために図５に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図である。
【図５】従来例１の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Ａと画
素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの寄生容量を説明
するために図４に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜側から半導体基板（Ｓｉ基板
）側を見た平面図である。
【図６】従来例２のアクティブマトリックス型液晶表示素子を示した等価回路図である。
【図７】従来例１の反射型液晶表示装置の使用形態を説明するための模式図であり、（ａ
）は天吊り型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路でゲート線をスキャンＵ方向
に走査する状態を示し、（ｂ）は据え置き型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回
路でゲート線をスキャンＤ方向に走査する状態を示した図である。
【図８】従来例１の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン方向により画素Ａ
のフィールドスルー特性が異なる状態を説明するための信号波形図であり、（ａ）はゲー
ト線をスキャンＵ方向に走査した場合を示し、（ｂ）はゲート線をスキャンＤ方向に走査
した場合を示した図である。
【図９】本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例
えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａの
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寄生容量を説明するために図１０に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図である。
【図１０】本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで
例えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａ
の寄生容量を説明するために図９に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜側から半導
体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【図１１】本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン
方向が異なっても画素Ａのフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信
号波形図であり、（ａ）はゲート線をスキャンＵ方向に走査した場合を示し、（ｂ）はゲ
ート線をスキャンＤ方向に走査した場合を示した図である。
【図１２】第１実施例の反射型液晶表示装置を一部変形させた変形例について説明するた
めに第１メタル膜側から半導体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【図１３】本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで
例えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａ
の寄生容量を説明するために図１４に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って断面した断面図である
。
【図１４】本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで
例えば画素Ａと画素Ｂとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Ａ
の寄生容量を説明するために図１３に示したＸ－Ｙ矢視線に沿って第１メタル膜側から半
導体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【図１５】本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン
方向が異なっても画素Ａのフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信
号波形図であり、（ａ）はゲート線をスキャンＵ方向に走査した場合を示し、（ｂ）はゲ
ート線をスキャンＤ方向に走査した場合を示した図である。
【図１６】第２実施例の反射型液晶表示装置を一部変形させた変形例について説明するた
めに第１メタル膜側から半導体基板（Ｓｉ基板）側を見た平面図である。
【符号の説明】
１０Ｂ…本発明に係る第１実施例の反射型液晶表示装置、
１０Ｂ’…本発明に係る第１実施例を一部変形させた反射型液晶表示装置、
１０Ｃ…本発明に係る第２実施例の反射型液晶表示装置、
１０Ｃ’…本発明に係る第２実施例を一部変形させた反射型液晶表示装置、
１１…半導体基板（ｐ型Ｓｉ基板）、１２…ｐ－ ウエル領域、
１３Ａ～１３Ｃ…フィールド酸化膜、
１４…スイッチング素子（ＭＯＳＦＥＴ）、１５…ゲート酸化膜、
１６…ゲート電極、１７…ドレイン領域、１８……ドレイン電極、
１９…ソース領域、２０…ソース電極、
２１…拡散容量電極、２２…絶縁膜、２３…容量電極、
２４…容量電極用コンタクト、
２５…第１層間絶縁膜、２６…第１メタル膜、２７…第２層間絶縁膜、
２８…第２メタル膜（金属遮光膜）、
２９…第３層間絶縁膜、
３０…反射用画素電極（第３メタル膜）、
３１…液晶、３２…透明な対向電極、３３…透明基板（ガラス基板）、
５０…アクティブマトリックス駆動回路、
５１…水平シフトレジスタ回路、５２…ビデオスイッチ、５３…信号線、
５４…ビデオ線、５５…垂直シフトレジスタ回路、５６…ゲート線、
５８…ＣＯＭ線、５９…ＣＯＭ電位用コンタクト、
６０…ウエル線、６１…ウエル電位用コンタクト、
６２…第１実施例の接続線、
６３…第２実施例の接続線、
６３ａ…広幅部、６３ｂ…くびれ部、６３ｃ…狭幅部、
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Ｃａ１…第１実施例の寄生容量、
Ｃａ１’…第２実施例の寄生容量、
Ｃ…保持容量部、Ｄ…ドレイン、Ｇ…ゲート、Ｓ…ソース。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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